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深いトレンチ構造や基板を貫通する孔を形成するSiのドライエッチングでは，SF6/O2プラズマによるエ

ッチングとC4F8プラズマによるデポジションを繰り返し行うDeep-RIEプロセスを用いることが多い。このプ

ロセスでは，サイドエッチングやアンダーカットなどの横方向のエッチングを抑制するためにエッチング側

面に保護膜を形成する。これまでに我々はエッチング側面の保護膜の組成について図 1 のような EDX

分析を行い，1.5 µm幅の狭いトレンチの側壁保護膜には Cが多く存在し，Fはほとんど検出されなかっ

たことを報告した[1, 2]。今回我々は，Deep-RIE プロセス中のプラズマの発光分光分析を行い，保護膜

の組成の EDX分析結果と比較したので報告する。 

実験には，Siエッチング用の Deep-RIE装置（SPP, MUC-21）を用いた。プロセスガスには SF6/O2と

C4F8を使用し，試料トレーには Al板を用いた。図 2(a)および 2(b)に石英窓を通して観測したデポジショ

ンプロセス中のプラズマとエッチングプロセス中のプラズマの発光分光分析の結果を示す。図2(a)に示す

ように，デポジションプラズマでは C2 のピークが顕著に観測されたが，フルオロカーボン種はほとんど観

測されなかった。一方，図 2(b)に示すようにエッチングプラズマでは，S のピークが最も大きく，F の発光

強度もデポジションプラズマと比べて著しく大きかった。したがって，EDX 分析により得られたフルオロカ

ーボン成分が少なく炭素が大きな割合を占めた側壁保護膜組成は C リッチなデポジションプラズマに起

因するものと考えられる。  
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図 1 エッチング側面の EDX分析方法 

図 2 デポジションプロセスのプラズマ(a)とエッチング

プロセスのプラズマ(b)の発光分光分析の結果 
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